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Exercice 1 (4pts) =es
Calculer les résistances nécessaires a la polarisation d’un transistor NPN e
au silicium dans le montage ci-contre. m

On donne: IB,=0.01mA, VCE, =6V, VBE, =0.6V

B =100, VCC=12V, RE,= 1kQ. -

Exercice 2 (4pts)
1/ Donner le Schéma d’une porte OU a base de transistor. (2 pts)
2/ R1 = Rouge-Rouge-Orange R4 = Orange-Orange-Rouge

R3 =R2 = Marron-Noir-Jaune i o
Donner la valeur de la résistance équivalente du circuit. (2 pts)

Exercice 3 (4pts)
On veut contréler la température d’'une chambre en utilisant une CTN de 20KQ comme capteur de

température et quelques composants (AOP, résistances, transistors, relais, ventilateur, etc...).

L. L L . _ _vce
- Prévoir un diviseur de tension a I'entrée — du comparateur (e~ = T)

- Larésistance en série avec la CTN a I'entrée et est de I'ordre de 10kQ.
o Donner le schéma fonctionnel du circuit.

e Calculer les deux potentiels a I'entrée du comparateur.

e Dresser un tableau de fonctionnement du systeme :

| et | e” ‘ Sortie du comparateur ‘ Etat du transistor ‘ Etat du relais ‘Ventilateur On/off ‘

Exercice 4 (4pts)
On veut commander un MCC par Pont H a transistors. Par déclenchement des 2 monostables
(2X BP. Pull Down), le moteur tourne dans un sens durant un temps T = 1s puis s’arréte, et méme
chose pour I'autre sens.

- Faire le Schéma du montage (deux Monostables + 2BP + Pont H a transistors).

- Silavaleur de C= 1yf, calculer la valeur de R

Exercice 5 (4pts)
1/ Quel type de montage s’agit-il ?
2/ Donner les expressions des tensions Suivantes :

- Latension de sortie VR, 44 r

J
T

- Llatension VRfficqce

- VRUmoy

VE
E.I'-.-'E o2

Bonne chance
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Exercice 1 (4pts)

- VCC=RC.(IC+IB)+VCE+RE.IE  Avec IE
=(IC+IB) 1B
RC = VECVCE-RE.(C+IB) c
(IC+IB)

IB,=0.01mA, =100, VCE, =6V
Au point de repos :

ICy=B1B, ICy=1mAet RC=
VCC—-VCEo—RE.(ICo+IBo)

(ICo+IBo)
A.N/ RC = 12V—6V—1k.(1mA+0.01mA)= 5v - 5k0)
(1mA+0.01mA) 1mA
RC = =5k

VCC = RC.(IC+IB)+ RB.IB+VBE+ RE.(IC+IB) Avec IE =(IC+IB)
RB = [VCC - RC.(IC+IB)- VBE- RE.(IC+IB)]/IB

Au point de repos :
ICO:ﬂ.IBO ICO: ImA VBEO =0.6V
RB = [VCC - RC.(ICo+IBo)- VBEo- RE.(ICo+IBo)]/Ibo

SWAVESVEIV _caokQ RB =540kQ

RB
0.01mA

Exercice 2 (4pts)

1/
T VCC
l——————o
K U5:A
™ > Output ™ Va 1
a - > : 3
/\ Vb 2
Va - Vb 4071
10k Vs
2/ R1 est en série avec (R2//R3) et en série avec R4 ¢a veut dire :
R2.R3
Req=R1+ +R4
R2+R3

100k.100k
W Req = 22k +W + 3.3k = 22k + 50k + 3.3k = 75.3kQ

Req = 75.3kQ

Vs



Exercice 3 (4pts)

1N4001

4\ +/8

100k

— VCC*R1 vce
o = = = 2.5V R1 = R2=100kQ
R1+R2
VCC+R3 . . R
o et = —= R3 =10kQ et RCTN = 20kQ variable suivant la T°.
R3+RCTN
e On peut prendre 03 valeurs de RCTN qui correspondent a :
et>e~ (RCTN<R3)
et <e”™ (RCTN> R3)
et = e~ (Pour RCTN=R3 : Basculement)
et e” Sortie du comparateur Etat du transistor Etat du relais Ventilateur On/off
et>e” 5V Saturé Excité ON
et <e™ oV Bloqué Au repos OFF
et =e~ Basculement Saturé/Bloqué Excité/ Au repos ON/OFF

Exercice 4 (4pts)

2/ C=1uf, pour le Monostable, la période T=1.1*R*C=1s

1s 10°

1.1+C  1.1%C

DoncR =
1.1

augmenter la valeur de C pour diminuer un peu la valeur de R
Si on prend par exemple C = 4.7 uf on trouve une résistance égale a :

_ 106

T 47

R

R=2,2MQ

= — presque égale a 9MQ (valeur trop grande), donc on doit

212765 kQ = 2.127MQ et on prendra une valeur normalisée de




1/ Schéma :
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Exercice 5 (4pts)

1/ Redressement double alternance a deux diode : Montage a transformateur a point milieu

2/

Tension Max Upssir =V pseir — VUV posens
Tension Efficace , U sear
Reflf — T
Tension Moyenne 25U, ix
Ug st =
Fa




